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PRESENTACION

La electrénica es un area de rapido desarrollo en los dltimos afios gracias al
desarrollo de nuevos y mas eficientes dispositivos semiconductores. Una de las
aplicaciones basicas de la electrénica es la amplificacién y acondicionamiento de
sefales eléctricas. Para este propdésito se utilizan elementos semiconductores en
conjuncién con redes pasivas con el fin de disefar circuitos bajo criterios
especificos, los cuales tienen mdultiples aplicaciones en instrumentacion,
comunicaciones, audio, etc.

OBJETIVO GENERAL

Al término del curso el alumno serd capaz de aplicar los conocimientos sobre
dispositivos electronicos basicos para concebir y disefiar componentes, circuitos o
sistemas electronicos como sus posibles aplicaciones.

UNIDAD 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

OBJETIVO PARTICULAR

Proporcionar los conceptos fundamentales de teoria de circuitos necesarios para
la comprension de los dispositivos semiconductores.



1.1 Estudio de redes eléctricas

1.2 Magnitudes eléctricas,

1.3 Circuitos de constantes concentradas,

1.4 Leyes de Ohm, Kirchoff, Joule;

1.5 Métodos generales de analisis de redes eléctricas,
1.6 Redes bajo excitacion sinusoidal,

1.7 Analisis fasorial.

UNIDAD 2: TEORIA DE LOS COMPONENTES ELECTRONICOS
SEMICONDUCTORES

OBJETIVO PARTICULAR

Proporcionar una base sélida y actual del estado de la tecnologia electrénica y de
las herramientas de andlisis de los médulos integrantes del diodo de union.

2.1 Conductividad conceptos basicos.

2.2 Semiconductores puros y dopados.

2.3 Diodo de union.

2.4 Corrientes en un semiconductor.

2.5 Ecuacién de continuidad.

2.6 Unidn P-N en circuito abierto.

2.7 Unién P-N polarizada.

2.8 Caracteristica V-I del diodo de unién.

2.9 Modelos del diodo.

2.10 Circuitos con diodos.

2.11 Recta de carga y curvas caracteristicas.
2.12 Tiempos de conmutacion.

2.13 Circuitos rectificadores basicos.

2.14 Rectificacion con filtrado y regulacion.
2.15 Circuitos de proteccion y procesado.
2.16 Diodo Schottky y otros diodos especiales.

UNIDAD 3: TRANSISTORES BIPOLARES DE UNION
OBJETIVO PARTICULAR

Proporcionar una base sélida y actual del estado de la tecnologia electrénica y de
las herramientas de analisis de los modulos integrantes de los transistores
bipolares de union.

3.1 Caracteristicas generales y aplicaciones de los transistores.
3.2 Construccion de los transistores.

3.3 Curvas y parametros caracteristicos,

3.4 Polarizacion de los transistores

3.5 Cuadripolos.



3.6 Modelos equivalentes con parametros Z, Y, Hy G.

3.7 Modelo hibrido aplicado al BJT.

3.8 Determinacion de los parametros h a partir de las curvas caracteristicas de
entrada y salida.

3.9 Clasificacién de los amplificadores: clase A, B, C y AB.

3.10 Analisis de pequefia sefial y baja frecuencia para un transistor.

3.11 Caélculo de Ai, Zi, Av, Zo. Consideraciones generales sobre la frecuencia.

3.12 Definiciéon de Decibeles aplicados a Ap, Av, Ai.

3.13 Formulas de conversion para los parametros h.

3.14 Modelo hibrido simplificado.

3.15 Teorema de Miller.

3.16 Analisis de circuitos en emisor comun. Calculo de Al, Zi, Av, Zo.

3.17 Analisis de circuitos en colector comun. Célculo de Al, Zi, Av, Zo.

3.18 Analisis de circuitos en base comun. Célculo de Al, Zi, Av, Zo.

UNIDAD 4: TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO
OBJETIVO PARTICULAR

Proporcionar una base sélida y actual del estado de la tecnologia electrénica y de
las herramientas de andlisis de los mddulos integrantes de los transistores de
efecto de campo.

4.1 Caracteristicas generales y aplicaciones de los J-FET y de los MOSFET.

4.2 Construccion de los J-FET. Curvas caracteristicas de drenaje.

4.3 Curva de transferencia. IDSS. VP.

4.4 El J-FET como resistencia dependiente de la tension. EI J-FET como
amplificador.

4.5 Polarizacion.

4.6 Modelos de pequefia sefial.

4.7 Determinacion grafica y matematica de gm.

4.8 Gréfica; gm=F(VGS).

4.9 Determinacion de rd.

4.10 Analisis de circuitos en drenador comun. Calculo de Al, Zi, Av, Zo

4.11 Analisis de circuitos en surtidor comun. Calculo de Al, Zi, Av, Zo

4.12 Analisis de circuitos en puerta comun. Calculo de Al, Zi, Av, Zo.

UNIDAD 5: AMPLIFICADORES DE POTENCIA
OBJETIVO PARTICULAR:

El alumno analizara las diferentes clases de los amplificadores de potencia clase
A B, CyD.

5.1 Amplificador clase A alimentado en serie y acoplado con transformador
5.2 Operacion y circuito de amplificacion clase B
5.3 Distorsion y disipacion de potencia de los amplificadores



5.4 Amplificadores clase Cy D
5.5 Disipacion de calor del transistor de potencia

METODOLOGIA

Retroproyector de acetatos, rotafolio y pizarron. Se recomienda el uso de
paquetes de simulacion como herramienta de apoyo.

EVALUACION
Se realizard un examen escrito y se asignaran tareas y practicas por unidad.
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